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【はじめに】量子殻活性層を有する LED は高品質な非極性面を利用することが可能であり、従来の c

面(0001)上に成長した平坦膜 LED と比較して諸特性の向上が期待されている。また、トンネル接合を

形成し低抵抗な n 型 GaN にて埋め込み成長を行った量子殻 LD は従来の LD に比べ高い性能が期待で

きる[1]。しかし、トンネル接合を用いた量子殻 LED 等の発光デバイスの動作報告はない。今回、我々

の研究グループでは、このトンネル接合を用いた量子殻 LED デバイスの動作を行ったので報告する。 

【実験方法】n-GaN テンプレート基板上に規則的に配列させた SiO2ホールマスクパターンを形成し、

MOCVD 装置を用いて n型 GaN ナノワイヤ、GaInN/GaN 量子殻活性層、p型 GaN殻を成長させ、さら

にトンネル接合を形成した後、n 型 GaN を用いて量子殻構造の埋め込み成長を行った。なお、p 型の

活性化処理は行っていない。その後、Ti/Al/Ti/Au 電極を用いて電極プロセスを行いデバイス化した後

に、EL評価等の評価を行った。作製したデバイスの模式図を Fig.1 に示す。 

【結果と考察】Fig.2 に今回作製したデバイスの I-VL 特性を示す。今回作製したデバイスは動作電圧

が非常に高く、不均一な発光ではあるがデバイス動作が確認できた。高い動作電圧や不均一発光の要

因は、p 型活性化処理が未実施のため、量子殻へのキャリア閉じ込めが不十分であると想定される。そ

の解決策や他のデバイス特性に関する詳細な内容は当日報告する。 

Fig 1. Schematic diagram of MQS-LED           Fig 2. I-L-V Characteristics of MQS-LED 
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